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요약

본 발명은 드레인전극과 스토리지 전극을 연결하여 화소전극과의 컨택홀 수를 줄임으로써 개구율 증가 또는 화소전극
들 간의 쇼트 불량을 방지할 수 있는 박막트랜지스터 기판에 관한 것이다.

본 발명의 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판은 박막트랜지스터에 포함되는 드레인전극과 스토리지 캐패시터에 포함
되는 스토리지전극이 전기적으로 접속되게 형성되어진 드레인전극패턴을 구비하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 의하면, 드레인전극과 스토리지 전극을 연결하여 화소전극과의 컨택홀 수를 줄임으로써 개구율을 증가시키거
나 화소전극간의 쇼트불량을 방지할 수 있음과 아울러 데이터라인과 화소전극에 접속되어진 드레인전극패턴간의 간격
이 일정하여 그들에 의한 기생 캐패시터(Cds)가 일정하게 됨으로써 데이터신호의 열화를 방지할 수 있게 된다.

대표도
도 2

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 종래 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판의 전극배치도.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 박막트랜지스터 기판의 전극배치도.

도 3은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 박막트랜지스터 기판의 전극배치도.

도 4는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 박막트랜지스터 기판의 전극배치도.

도 5는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 박막트랜지스터 기판의 전극배치도.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 간단한 설명>

2, 24 : 게이트라인 4, 26 : 데이터라인

6, 28 : 화소전극 8, 30 : 박막트랜지스터

10, 32 : 게이트전극 12, 34 : 소스전극

14, 36A, 42A, 46A, 50A : 드레인전극

16, 36B, 42B, 46B, 50B : 스토리지전극

18, 38 : 스토리지 캐패시터

20, 22, 40, 44, 48, 52, 54 : 컨택홀

36, 42, 46, 50 : 드레인전극패턴

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 드레인전극과 스토리지 전극을 연결하여 화소전극과의 컨택홀 수를 줄임
으로써 개구율 증가 및 화소전극들 간의 쇼트 불량을 방지할 수 있는 박막트랜지스터 기판에 관한 것이다.

    
통상의 액정표시장치는 전계를 이용하여 액정의 광투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다. 이를 위하여, 액정표
시장치는 액정셀들이 매트릭스 형태로 배열되어진 액정패널과, 이 액정패널을 구동하기 위한 구동회로를 구비하게 된다. 
액정패널에는 액정셀들 각각에 전계를 인가하기 위한 화소전극들과 기준전극, 즉 공통전극이 마련되게 된다. 통상, 화
소전극은 하부기판 상에 액정셀별로 형성되는 반면 공통전극은 상부기판의 전면에 일체화되어 형성되게 된다. 화소전극
들 각각은 스위치 소자로 사용되는 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor; TFT)에 접속되게 된다. 화소전극은 박막 
트랜지스터를 통해 공급되는 데이터신호에 따라 공통전극과 함께 액정셀을 구동하게 된다.
    

    
도 1을 참조하면, 종래의 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판에 대한 전극배치도가 도시되어 있다. 도 1의 액정표시장
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치는 데이터라인(4)과 게이트라인(2)의 교차부에 위치하는 박막트랜지스터(8)와, 박막트랜지스터(8)의 드레인전극(
14)에 접속된 화소전극(8)을 구비한다. 박막트랜지스터(8)는 게이트라인(2)에서 돌출된 게이트전극(10), 데이터라인
(4)에서 돌출된 소오스전극(12) 및 제1 컨택홀(20)을 통해 화소전극(6)에 접속된 드레인전극(14)을 구비한다. 또한, 
박막트랜지스터(8)는 게이트전극(10)과 소스/드레인 전극(12, 14)의 절연을 위한 게이트절연막(도시하지 않음)과, 
게이트전극(10)에 공급되는 게이트전압에 의해 소오스전극(12)과 드레인전극(14)간에 도통채널을 형성하기 위한 반
도체층(도시하지 않음)을 더 구비한다. 이러한 박막트랜지스터(8)는 게이트라인(4)으로부터의 게이트신호에 응답하여 
데이터라인(2)으로부터의 데이터신호를 선택적으로 화소전극(6)에 공급한다. 화소전극(6)은 데이터라인(4)과 게이트
라인(2)에 의해 분할된 셀영역에 위치하며 광투과율이 높은 ITO(Indium Tin Oxide) 물질로 이루어진다. 화소전극(
6)은 박막트랜지스터 기판 전면에 도포되는 보호막(도시하지 않음) 위에 형성되며, 보호막에 형성된 제1 컨택홀(20)
을 통해 드레인전극(14)과 전기적으로 접속된다. 이러한 화소전극(6)은 박막트랜지스터(8)를 경유하여 공급되는 데이
터신호에 의해 상부기판에 형성되는 공통 투명전극(도시하지 않음)과 전위차를 발생시키게 된다. 이 전위차에 의해 박
막트랜지스터 기판과 상부기판 사이에 위치하는 액정이 유전이방성에 의해 회전하게 되며 광원으로부터 화소전극(6)을 
경유하여 입사되는 광을 상부 유리기판 쪽으로 투과시키게 된다. 화소전극(6)과 이전단의 게이트라인(2)의 중첩부분에 
형성되는 스토리지 캐패시터(18)는 이전단 게이트라인(4)에 게이트하이전압이 인가되는 기간에 전압을 충전하고, 화
소전극(6)에 데이터신호가 공급되는 기간에 충전된 전압을 방전하여 화소전극(6)의 전압변동을 방지하는 역할을 하게 
된다. 이와 같이, 스토리지 캐패시터(18)는 화소전압을 안정적으로 유지시키기 위한 것이므로 그 용량값은 커야만 한
다. 이를 위하여, 스토리지 캐패시터(18)는 이전단의 게이트라인(2)과, 게이트절연층을 사이에 두고 그 게이트라인(2)
과 중첩되게 형성되며 보호막에 형성된 제2 컨택홀(22)을 통해 화소전극(6)과 전기적으로 접속되는 스토리지전극(1
6)에 의해 마련되어진다. 스토리지전극(16)은 데이터라인(4) 및 소스/드레인 전극(12, 14) 형성시 게이트절연층 위
에 형성하게 된다.
    

    
이와 같이, 종래의 박막트랜지스터 기판에서는 보다 큰 용량의 스토리지 캐패시터(18)를 마련하기 위하여 화소전극(6)
과 이전단의 게이트라인(2)과의 중첩부분이 최대한 크게 한다. 이 경우, 상하로 인접한 화소전극(6) 간의 간격이 줄어
들게 되므로 그들간의 쇼트불량이 발생되는 경우가 있다. 또한, 박막트랜지스터 기판의 보호막으로는 통상 SiNx, SiO
x와 같이 유전율이 큰 무기막을 이용하고 있다. 이러한 무기 보호막을 사이에 둔 화소전극(6)과 데이터라인(4)은 기생 
캐패시터(Cds)에 의한 커플링 효과를 최소화하기 위하여 일정한 수평간격(예를 들면, 3∼5㎛ 정도)이 유지되게 하고 
있다. 그러나, 박막트랜지스터 기판의 각층의 형성공정마다 이용되는 노광공정이 통상 박막트랜지스터 기판을 분할하여 
여러번 수행됨에 따라 노광공정이 중첩되어지는 부분 등에 의해 박막트랜지스터 기판에서 서로 다른 층에 형성되어지
는 전극들간에 미스얼라인먼트가 발생하게 된다. 이러한 제조공정 중의 미스얼라인먼트에 의해 데이터라인(4)과 화소
전극(6) 간에 일정한 간격이 유지되지 않음에 따라 그 데이터라인(4)과 화소전극(6) 간의 기생 캐패시터(Cds) 용량이 
불균일해지게 된다. 이 불균일한 기생 캐패시터(Cds)에 의한 커플링 효과로 데이터라인(4)에 공급되는 데이터신호가 
열화되어 화소전극(6)에 공급됨에 따라 화질이 열화되게 된다.
    

또한, 종래의 액정표시장치에서는 박막트랜지스터(8)의 드레인전극(14)과 화소전극(6)이 컨택홀(20) 형성을 위해 중
첩되는 부분만큼 액정셀의 개구율이 감소되게 되었다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 드레인전극과 스토리지 전극을 연결하여 화소전극과의 컨택홀 수를 줄임으로써 개구율을 증
가시킬 수 있는 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 드레인전극과 스토리지 전극을 연결하여 화소전극과의 컨택홀 수를 줄임으로써 화소전극간의 
쇼트불량을 방지할 수 있는 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 데이터라인과 화소전극과의 기생캐패시터(Cds)를 일정하게 하여 그 기생캐패시터의 불균일
에 의한 데이터신호의 열화를 방지할 수 있는 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판을 제공하는 것이다.

 - 3 -



공개특허 특2001-0084144

 
    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판은 박막트랜지스터에 포함되는 드레
인전극과 스토리지 캐패시터에 포함되는 스토리지전극이 전기적으로 접속되게 형성되어진 드레인전극패턴을 구비하는 
것을 특징으로 한다.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 이점들은 첨부 도면을 참조한 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 설명을 통하
여 명백하게 드러나게 될 것이다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시 예들을 도 2 내지 도 4을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다.

    
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 박막트랜지스터 기판의 전극배치도가 도시되어 있다. 도 2의 액정표시장치는 데이
터라인(26)과 게이트라인(24)의 교차부에 위치하는 박막트랜지스터(30)와, 드레인전극패턴(36)을 통해 박막트랜지
스터(30)와 접속된 화소전극(28)을 구비한다. 박막트랜지스터(30)는 게이트라인(24)에서 돌출된 게이트전극(32), 
데이터라인(26)에서 돌출된 소오스전극(34) 및 드레인전극패턴(36), 게이트전극(32)과 소스/드레인 전극(34, 36)의 
절연을 위한 게이트절연막(도시하지 않음)과, 게이트전극(32)에 공급되는 게이트전압에 의해 소오스전극(34)과 드레
인전극패턴(36)간에 도통채널을 형성하기 위한 반도체층(도시하지 않음)을 구비한다. 여기서, 드레인전극패턴(36)은 
박막트랜지스터(30)의 드레인전극부(36A)과 스토리지캐패시터(38)의 스토리지전극부(36B)이 전기적으로 접속되게 
형성된다. 다시 말하여, 드레인전극패턴(36)은 도 2에 도시된 바와 같이 드레인전극부(36A)와 스토리지전극부(38B)
를 포함하여 화소전극(28)의 주변부를 따라 그 주변부와 중첩되게 형성된다. 그리고, 드레인전극패턴(36)은 이전단의 
게이트라인(24) 및 화소전극(28)과 중첩되는 스트리지전극부(36B)에서 보호막에 형성된 컨택홀(40)을 통해 화소전
극(28)과 접속된다. 이에 따라, 드레인전극패턴(36)의 드레인부(36A)에서는 화소전극(28)과의 접속을 위한 컨택홀
을 제거할 수 있게 되어 드레인부(36A)와 화소전극(28)의 중첩부분이 감소하게 되므로 액정셀의 개구율을 증가시킬 
수 있게 된다. 드레인전극패턴(36)의 스토리지전극부(38B)는 중첩되는 게이트라인(24)과 그들 사이에 형성되어진 게
이트절연막과 함께 스토리지 캐패시터(38)를 형성하게 된다. 이러한 드레인전극패턴(36)은 데이터라인(26)과 인접하
는 부분에서는 데이터라인(26)과 쇼트되지 않도록 소정의 이격거리를 가지며 상대적으로 좁은 폭을 가지게 된다. 이 
경우, 드레인전극패턴(36)과 데이터라인(26)은 동일층에 형성되어 일정한 간격을 가지게 되므로 데이터라인(26)과 
드레인전극패턴(36)간의 기생캐패시터(CdS)가 일정해지게 됨으로써 그 기생캐패시터(Cds)의 불균일에 의한 데이터
신호의 열화를 방지할 수 있게 된다. 또한, 드레인전극패턴(36)의 스토리지전극부(36B)는 보다 큰 용량의 스토리지 
캐패시터(38)를 마련하기 위하여 넓은 폭을 가지게 된다. 박막트랜지스터(30)는 게이트라인(24)으로부터의 게이트신
호에 응답하여 데이터라인(26)으로부터의 데이터신호를 선택적으로 화소전극(28)에 공급한다. 데이터라인(26)과 게
이트라인(24)에 의해 분할된 셀영역에 위치하는 화소전극(28)은 하며 광투과율이 높은 ITO(Indium Tin Oxide) 물
질로 이루어지며 박막트랜지스터(8)를 경유하여 공급되는 데이터신호에 의해 상부기판에 형성되는 공통 투명전극(도
시하지 않음)과 전위차를 발생시키게 된다. 이 전위차에 의해 박막트랜지스터 기판과 상부기판 사이에 위치하는 액정이 
유전이방성에 의해 회전하게 되며 광원으로부터 화소전극(28)을 경유하여 입사되는 광을 상부 유리기판 쪽으로 투과시
키게 된다. 스토리지 캐패시터(38)는 이전단 게이트라인(24)에 게이트하이전압이 인가되는 기간에 전압을 충전하고, 
화소전극(28)에 데이터신호가 공급되는 기간에 충전된 전압을 방전하여 화소전극(28)의 전압변동을 방지하는 역할을 
하게 된다.
    

    
이러한 구성을 가지는 박막트랜지스터 기판의 제조방법을 살펴보면, 투명기판 상에 게이트금속층을 증착하고 패터닝하
여 게이트라인(24) 및 게이트전극(32)을 형성한 후, 그 위에 게이트절연막을 전면 도포하게 된다. 게이트절연막 위에 
비정질실리콘층을 형성하고 패터닝하여 박막트랜지스터(30)의 반도체층을 형성한 후, 소스/드레인 금속층을 증착한 후 
패터닝하여 데이터라인(26) 및 소스전극(34)과 드레인전극패턴(36)을 동시에 형성하게 된다. 이어서, 보호막을 전면 
도포한 후 패터닝하여 컨택홀(40)을 형성하게 된다. 보호막 위에 투명전극물질을 도포하고 패터닝하여 화소전극(28)
을 형성하게 된다.
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도 3은 본 발명의 제2 실시예에 따른 박막트랜지스터 기판에 대한 전극배치도를 나타낸 것이다. 도 3의 박막트랜지스터 
기판은 도 2에 도시된 박막트랜지스터 기판과 대비하여 드레인전극패턴(42)이 드레인부(42A)에서 화소전극(28)에 
전기적으로 접속되어진 것을 제외하고는 동일한 구성요소들을 구비한다. 드레인전극패턴(42)은 전술한 바와 같이 드레
인전극(42A)과 스토리지전극(42B)을 포함하게끔 화소전극(28)의 주변부를 따라 그 주변부와 중첩되게 형성된다. 드
레인전극패턴(42)은 드레인부(42A) 위의 보호막에 형성되어진 컨택홀(44)을 통해 화소전극(28)과 접속되게 된다. 
이에 따라, 드레인전극패턴(42)의 스토리지전극부(42B)에서는 화소전극(28)과의 접속을 위한 컨택홀을 제거할 수 있
게 되므로 스토리지전극부(42B)와 화소전극(28)의 중첩부분을 감소시킬 수 있게 된다. 이 경우, 드레인전극패턴(42)
의 스토리지전극부(42A)와 중첩되는 화소전극(28)을 폭을 종래의 15∼20㎛ 정도에서 2∼4㎛ 정도로 감소시킬 수 있
게 되므로 상하 화소전극들(28)간의 쇼트불량을 방지할 수 있게 된다. 이러한, 드레인전극패턴(42)과 데이터라인(26)
은 동일층에 형성되어 일정한 간격을 가지게 되므로 데이터라인(26)과 드레인전극패턴(42)간의 기생캐패시터(CdS)
가 일정해지게 됨으로써 그 기생캐패시터(Cds)의 불균일에 의한 데이터신호의 열화를 방지할 수 있게 된다.
    

    
도 4는 본 발명의 제3 실시예에 따른 박막트랜지스터 기판에 대한 전극배치도를 나타낸 것이다. 도 4의 박막트랜지스터 
기판은 도 3에 도시된 박막트랜지스터 기판과 대비하여 드레인전극패턴(46)이 화소전극(28)의 주변부를 모두 감싸는 
환형 형태로 형성되어진 것을 제외하고는 동일한 구성요소들을 구비한다. 드레인전극패턴(46)은 전술한 바와 같이 드
레인전극(46A)과 스토리지전극(46B)을 포함하게끔 화소전극(28)의 주변부를 따라 그 주변부와 중첩되게 형성된다. 
이 경우, 드레인전극패턴(46)은 도 2 및 도 3에 도시된 드레인전극패턴들(36, 42)이 화소전극(28)의 양측변부 및 윗
변부와 중첩되게 형성되어진 것과는 달리 화소전극(28)의 밑변부까지 중첩되게끔 환형으로 형성된다. 이러한 드레인전
극패턴(46)은 화소전극(28)과 게이트라인(24) 사이이 빛샘을 방지하는 역할을 하게 된다. 그리고, 드레인전극패턴(
46)은 드레인전극부(46A) 위의 보호막에 형성되어진 컨택홀(48)을 통해 화소전극(28)과 접속되게 된다. 이 경우, 스
토리지전극부(46B)와 화소전극(28)과의 접속을 위한 컨택홀을 제거할 수 있게 되므로 스토리지전극부(42B)와 중첩
되는 화소전극(28)의 폭을 줄여 상하 화소전극들(28)간의 쇼트불량을 방지할 수 있게 된다. 이와는 달리, 드레인전극
패턴(46)은 도 3에 도시된 바와 같이 스토리지전극부(46A) 위의 보호막에 컨택홀(도시하지 않음)을 형성하여 화소전
극(28)과 접속될 수도 있다. 이 경우에는, 드레인전극패턴(46)의 드레인전극부(46A)과 화소전극(28)과의 접속을 위
한 컨택홀을 제거할 수 있게 되므로 화소전극(28)과 중첩되는 드레인전극부(46A)의 면적을 줄여 액정셀의 개구율을 
증대시킬 수 있게 된다. 그리고 드레인전극패턴(46)과 역시 데이터라인(26)과 일정한 간격을 가지게 되므로 데이터라
인(26)과 드레인전극패턴(46)간의 기생캐패시터(Cds)가 일정해지게 되므로 그 기생캐패시터(Cds)의 불균일에 의한 
데이터신호의 열화를 방지할 수 있게 된다.
    

    
도 5는 본 발명의 제4 실시예에 따른 박막트랜지스터 기판에 대한 전극배치도를 나타낸 것이다. 도 5의 박막트랜지스터 
기판은 도 3에 도시된 박막트랜지스터 기판과 대비하여 드레인전극패턴(50)이 드레인전극부(50A)와 스토리지전극부
(50B) 각각에서 컨택홀(52, 54)을 통해 화소전극(28)에 전기적으로 접속되어진 것을 제외하고는 동일한 구성요소들
을 구비한다. 드레인전극패턴(50)은 전술한 바와 같이 드레인전극(50A)과 스토리지전극(50B)을 포함하게끔 화소전
극(28)의 주변부를 따라 그 주변부와 중첩되게 형성된다. 드레인전극패턴(50)은 드레인전극부(50A) 위의 보호막에 
형성되어진 컨택홀(52)을 통해 화소전극(28)과 전기적으로 접속됨과 아울러 스토리지전극부(50B) 위의 보호막에 형
성되어진 컨택홀(54)을 통해 화소전극(28)과 전기적으로 접속된다. 이러한 드레인전극패턴(50)은 데이터라인(26)과 
동일층에 형성되어 일정한 간격을 가지게 되므로 데이터라인(26)과 드레인전극패턴(50)간의 기생캐패시터(Cds)가 
일정해지게 됨으로써 그 기생캐패시터(Cds)의 불균일에 의한 데이터신호의 열화를 방지할 수 있게 된다.
    

    발명의 효과

    
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치의 박막트랜지스터기판에서는 드레인전극과 스토리지 전극을 연결하여 
화소전극과의 컨택홀 수를 줄임으로써 개구율을 증가시키거나 화소전극간의 쇼트불량을 방지할 수 있게 된다. 또한, 본 
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발명에 따른 액정표시장치의 박막트랜지스터기판에서는 데이터라인과 화소전극에 접속되어진 드레인전극패턴간의 간
격이 일정하여 그들에 의한 기생 캐패시터(Cds)가 일정하게 됨으로써 종래의 기생 캐패시터(Cds)의 불균일에 의한 데
이터신호의 열화를 방지하여 화질열화를 방지할 수 있게 된다.
    

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함
을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니
라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

데이터신호가 공급되는 데이터라인과, 게이트신호가 공급되는 게이트라인과, 상기 데이터라인과 게이트라인의 교차부
에 형성된 박막트랜지스터와, 상기 박막트랜지스터에 접속되어 액정셀을 구동하기 위한 화소전극과, 상기 화소전극의 
전압을 안정적으로 유지시키기 위한 스토리지 캐패시터를 구비하는 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판에 있어서,

상기 박막트랜지스터에 포함되는 드레인전극과 상기 스토리지 캐패시터에 포함되는 스토리지전극이 전기적으로 접속되
게 형성되어진 드레인전극패턴을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 드레인전극패턴은 상기 데이터라인과는 소정의 이격거리를 가지고 상기 화소전극의 주변부에 부분적으로 중첩되
게끔 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 드레인전극패턴은

상기 스토리지전극 위의 보호막에 형성되어진 컨택홀을 통해 상기 화소전극과 접속된 것을 특징으로 하는 액정표시장
치의 박막트랜지스터 기판.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 드레인전극패턴의 드레인부는 상기 화소전극과의 중첩면적이 상대적으로 작게끔 형성된 것을 특징으로 하는 액정
표시장치의 박막트랜지스터 기판.

청구항 5.

제 2 항에 있어서,

상기 드레인전극패턴은

상기 드레인전극 위의 보호막에 형성되어진 컨택홀을 통해 상기 화소전극과 접속된 것을 특징으로 하는 액정표시장치
의 박막트랜지스터 기판.
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청구항 6.

제 5 항에 있어서,

상기 화소전극은 상기 스토리리지 전극과의 중첩면적이 상대적으로 작게끔 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 
박막트랜지스터 기판.

청구항 7.

제 2 항에 있어서,

상기 드레인전극패턴은 상기 데이터라인과는 소정의 이격거리를 가지고 상기 화소전극의 주변부를 모두 감싸게끔 환형
형태로 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 박막트랜지스터 기판.

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 드레인전극패턴은

상기 스토리지전극 위의 보호막에 형성되어진 컨택홀을 통해 상기 화소전극과 접속된 것을 특징으로 하는 액정표시장
치의 박막트랜지스터 기판.

청구항 9.

제 7 항에 있어서,

상기 드레인전극패턴은

상기 드레인전극 위의 보호막에 형성되어진 컨택홀을 통해 상기 화소전극과 접속된 것을 특징으로 하는 액정표시장치
의 박막트랜지스터 기판.

도면
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摘要(译)

本发明涉及一种薄膜晶体管基板，其能够防止漏极电极和存储电极连接
的开口率增加或像素电极之间的短路故障，并且与像素电极的接触孔数
减少。本发明的薄膜晶体管基板包括漏电极部分，该漏电极部分在所制
备的单元区域中形成在数据线交叉处形成的薄膜晶体管中，其中数据信
号被提供给栅极线，其中栅极信号提供数据线和栅极线，数据线和栅极
线的交叉点，并包括形成在连接的像素电极，像素电极和前一个移位栅
极线的重叠部分中的存储电容器。薄膜晶体管包括在薄膜晶体管中，存
储电容器中的前一个移位栅极线和与重叠的存储电极一体化的漏极电极
图案与部分地与像素电极的外围单元重叠并连接通过至少一个接触孔到
像素电极。因此，漏电极和存储电极连接到漏电极图案，并且与像素电
极的接触孔数减少并且随着开口率增加或者可以防止像素电极之间的短
路故障以及漏电极之间的间隙连接到数据线和像素电极的图案是固定
的，并且由于寄生电容（Cds）是固定的数据信号失真预防。
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